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简介 
GS6113 是一款应用简洁的背光 LED 电源控制 IC。它使用 5~24V 的 DC 电源，将其升

压至适当的输出电压值，并精确控制 LED 灯串电流。特别适用于不同功率的液晶屏背光场

合。 
 采用线性调光模式，总灯串的工作电流由调光输入电压和限流电阻两种决定，可在

10%~100%满电流范围内稳定地调节。芯片内置输出电压 OVP 保护。 
 

技术特点 
 DC 输入电压范围：5V----24V 
 LED 灯串总电流控制 
 10%~100%灯电流调节 
 兼容 DIM 电压高最亮或低最亮两种调光方式 
 内置电源管理电路，软起动 
 自带升压输出的短路保护 
 升压输出的 OVP 保护 

 
应用范围 

 便携式显示设备 
 桌上型 LED 平面显示器 
 液晶电视、监视器 

 
订购信息 

器件型号 封装形式 工作温度 其     他 
GS6113 SOP8 -20℃～+85℃ 符合 RoHS 

 
极限工作条件 

输入电压 VIN 20V 
结    温 Tj 150℃ 
功   耗 Pd 1.0W 
工 作 频 率  600KHz 
存储温度 -55℃～+150℃ 

 
推荐工作条件 

输入电压 VIN 5～24V 
 开关电压 ENA 0～5V 
调光电压 DIM 0～5V 

工作频率  200K～500KHz 
工作温度  -20℃～+85℃ 
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背光 LED 驱动芯片 GS6113
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内部逻辑图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管腿信息 
 (GS6113) 
PIN 名  称 功  能  描  述 
1 VCC DC 电源输入 
2 OVP 升压后的过压保护检测端 
3 CMP 升压软起动电容 
4 DIM 调光控制：1.0V 以下芯片关闭；1.1V~3.2V 调光 
5 FB 采样 LED 灯电流 
6 CS 采样升压电感上的电流 
7 GND 地 
8 GATE 驱动升压 MOS 的 GATE 
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电参数 
(未作特别说明，均在 VIN=12.0V,  环境温度 Ta= 25℃下测试) 
参   数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

 
系统状态 

IOFF DIM=0V  1.0 10.0 μA工作电流 
ION DIM=3V  6 7 9 mA 

Chip off 0  0.9 
Chip on 1.0  5.0 

V 

DIM off  (灯电流 <10% ) 0  1.0 

 
 
DIM 输入 

 
 

VDIM 
DIM on  (灯电流 10%~100%) 1.1  3.2 

 
V 

 
BOOST 升压 

VLH 4.5   低电压保护 
VLL 

DIM=3V 
输入低压保护斯密特上限   4.0 

最高输入电

压 
VINMAX DIM=3V 

 
24   

 
V 

CMP 电容上

灌拉电流 
ICMP CCMP=100nf  10  μA

MOS 栅极充

放电电流 
IGATE 升压 MOS 栅极外串电阻为 0 时  500  mA 

CS 端最大限

制电压 
VCSMAX ENA=3V, DIM=3V，RDIM=20K

等同于 CMP 电容电压值 
 600  mV 

工作频率 fOSC 300 350 400 KHz
最大占空比 DMAX 88 90 92 
最小占空比 DMIN 

ENA=3V, DIM=3V，RDIM=20K
外置 47u 电感时 
  8 10 12 

% 

OVP 检测电

压 
VOVP 输出升压稳压电容 22uf 1.00 1.05 1.10 V 

 
 

应用指导 
DIM 控制 
DIM 管脚推荐外串电阻，目的是防止上电瞬间与单片机之间的电源干扰。 
DIM 在 0.9V 以下时，芯片截止；1.1V~3.2V 时，芯片可以在 10%~100%范围内调节灯电流；

3.2V 以上，约等于 100%灯电流。 
 
灯电流的调节 
DIM 管脚在 3.2V 以上时，输出达到 100%灯电流。 
100%灯电流大小计算公式如下： 

IOUT = IMAX = 420mV/ ROUT 
举例，灯串串联到地的电阻 ROUT= 3Ω，则灯电流为： 

IOUT = 420mV / 3Ω = 140mA 
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三种调光控制方式可以选择 
单一信号的控制方式 
 
 
 
ENA+DIM（高电压最亮）调光 
 
 
 
 
 

ENA 为高或悬空时，芯片工作；ENA=GND，芯片截止 

 
ENA+DIM（低电压最亮）调光 
 
 
 
 
 
 

ENA 电压>3.0V；最亮时的灯电流近似于前文（灯电流调节）中 100%亮度 

 
输出短路保护 
利用 FB 管脚外部串联的 RFB = 2k 防止芯片被短路瞬间的高压击穿。当输出短路时，芯片自

带的保护使 MOS 停止工作，以防止 MOS 和芯片烧毁。 
 

的升压控制机理 
利用电感线圈，通过 BOOST 方式的 DC/DC 升压来提供灯能量，依靠升压后的稳压电容来

抑制灯电流纹波。正常情况下，功率 MOS 和肖特基二极管的品质决定升压效率。推荐的

DC/DC 升压比小于 1:5 
 
升压元器件的选择 
对应 300KHZ频率，升压电感通常 47~100u； 
MOS 源端串联到地的电阻 RMOS，其大小决定了输出功率，对应 10W 输出的应用，参考选用

0.3Ω电阻。 
 
升压过程中的过压保护 
OVP 内置的比较器阈值为 1.05V，升压值通过电阻串分压后输入 OVP 进行检测比较，高于

该值则停止关闭功率 MOS 等待输出电压自然回落。 
正常工作时，OVP 的采样值需要小于 1.05V，一般设计时可以参考 LED 灯串电压溢出 10% 
 
电源抗干扰 
为保证大功率使用下的稳定，芯片电源输入的 VCC 管脚，推荐采用 10 ~200Ω的电阻来与

升压电源隔离。 
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热稳定曲线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0574–87910148                                                            5 

136

137

138

139

140

141

142

143

144

-20 0 20 40 60 80 100 120

温度(℃)

单
路

电
流

(
m
A
)

深圳市国顺威电子有限公司深圳市国顺威电子有限公司

第 5 页  www.guoshunwei.com   0755-29786700 29786200 82792272

地址：深圳市宝安区宝安大道2125-1号广安大厦六楼613

www.guoshunwei.com   0755-29786700 29786200 82792272

地址：深圳市宝安区宝安大道2125-1号广安大厦六楼613



                                                                             G S 6 1 1 3  

典型应用图

单一信号的控制方式
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封装信息 封装信息 
 

Min Max Min Max

A 1.350 1.750 0.053 0.069
A1 0.100 0.250 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0.020
c 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.200
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
e
L 0.400 1.270 0.016 0.050
θ 0° 8° 0° 8°

Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol

1.270(BSC) 0.050(BSC)

SOP8
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